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(54) Title: OPTOELECTRONIC TRANSDUCER AND MANUFACTURING PROCESS 
(54) Bezeichnung: OPTOELEKTRON1S CHER WANDLER UND HERSTELLVERFAHREN 
(57) Abstract 

The claimed optoelectronic transducer contains a radiation-emitting 
and/or -receiving semiconductor device (9) which is mounted on a base 
plate (1 ) so that its beam exit/entrance surface (10) faces this base plate (1). 
The base plate (1) is made of a material that is pervious to the radiation. 
The base plate (1) also has means of focusing the radiation, for example 
a convex lens (3) or a diffractive optical element The optoelectronic 
transducer is characterized especially by low reflection loss and simple 
mounting. A plurality of such transducers can be manufactured as a unit 
and then separated. 

(57) Zusammenfassung 

Der erfindungsgemafie optoelektronische Wandler enthalt ein 
Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiterbauelement 
(9), das auf einer Tragerplatte (1) derait befestigt ist, dafi seine 
Strahlenaustrittsflache bzw. -eintrittsflache (10) dieser Tragerplatte 
(1) zugewandt ist. Die Tragerplatte (1) besteht aus einem Material, 
das fiir die Strahlung durchlassig ist. Auf der Tragerplatte (1) ist 
zusatzlich ein Mittel zur Fokussierung der Strahlung, beispielsweise eine 
Sammellinse (3) oder ein diffraktives optisches Element, angeordnet 
Der optoelektronische Wandler zeichnet sich insbesondere durch geringe 
Reflexionsverluste und einfache Montage aus. Eine Vielzahl solcher 
Wandler kdnnen als Einheit gefertigt und anschliefiend zerteilt werden. 
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Beschreibung 



Optoelektronischer Wandler und Herstellverf ahren 

Die Erfindung bezieht sich auf einen optoelektronischen 
Wandler gemaE dem Oberbegriff des Patentanspruches l. 

Ein solcher Wandler ist beispielsweise aus EP 412 184 Bl be- 
kannt und in Figur 5 dargestellt . Der Wandler nach Figur 5 
ist eine Strahlungsdetektoranordnung und enthalt ein Detek- 
torbauelement 32, beispielsweise eine Fotodiode, einen ge- 
meinsamen Trager 33, einen Isolierkorper 34, ein Bef esti- 
gungsteil 35, einen Linsentrager 36 und eine Linse 37 zur Fo- 
kussierung der vom Detektorbauelement 32 empfangenen Strah- 
lung . Das Detektorbauelement 32 ist mit seiner Unterseite auf 
dem Isolierkorper 34 befestigt, der wiederum auf dem gemein- 
samen Trager 33 befestigt ist. Das Bef estigungsteil 35 ist 
neben dem Isolierkorper 34 auf dem gemeinsamen Trager 33 an- 
geordnet. Auf dem Bef estigungsteil 35 ist mittels einer Befe- 
stigungsschicht 38 der Linsentrager 36 mit der Linse 37 fi- 
xiert, derart, dafc sich die Linse 37 uber der Strahlenein- 
trittsflache des Detektorelements 32 befindet. 

Die Montage der einzelnen Bestandteile eines derartigen opto- 
elektronischen Wandlers ist sehr aufwendig. sie erfordert 
eine grofie Zahl von Verf ahrensschritten und die Justage der 
Linse 37 ist sehr schwierig. Aufierdem konnen aufgrund des 
Luftspaltes zwischen der Linse 37 und dem Detektorbauelement 
32 groSe Ref lektionsverluste auftreten. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen optoelektro- 
nischen Wandler der eingangs genannten Art so weiterzubilden, 
daS er sich auf einfache und kostengunstige Weise in groEen 
Stiickzahlen herstellen lafit. 



WO 97/04491 



PCT/DE96/01316 



2 

Diese Aufgabe wird durch einen optoelektronischen Wandler mit 
den Merkmalen des Anspruches l oder des Anspruches 2 gelost 

Weiterbildungen eines erf indungsgemafien optoelektronischen 
Wandlers sind Gegenstand der Unteranspruche 3 bis 10 . 
Bevorzugte Verfahren zur Herstellung eines erf indungsgemaSen 
optoelektronischen Wandlers sind Gegenstand der Anspruche 11 
und 12 . 

Die Erf indung wird anhand von Ausfuhrungsbeispielen in Ver- 
bindung mit den Figuren la bis 4 naher erlautert. Es zeigen 
Figur la eine schematische Darstellung eines Schnittes durch 
ein erstes Ausfuhrungsbeispiel eines erf indungsgemaSen opto- 
elektronischen Wandlers, 

Figur lb eine schematische Darstellung der Draufsicht der 
Tragerplatte des ears ten Ausfiihrungsbeispieles, 
Figur 2 eine schematische, Darstellung eines Schnittes durch 
ein zweites Ausfuhrungsbeispiel eines erf indungsgemafien opto- 
elektronischen Wandlers, ; 

Figur 3 eine schematische Darstellung eines Schnittes durch 
ein drittes Ausfuhrungsbeispiel eines erf indungsgemafien opto- 
elektronischen Wandlers, 

Figur 4 eine schematische Darstellung der Verf ahrensschritte 
zur Herstellung eines optoelektronischen Wandlers gemaS dem 
Ausfuhrungsbeispiel von Figur la Oder Figur 2, 
Figur 5 eine schematische Darstellung eines Schnittes durch 
einen optoelektronischen Wandler nach dem Stand der Technik. 

Der optoelektronische Wandler nach Figur la ist auf einer 
Tragerplatte 1 aufgebaut und enthalt, ein Strahlung aussen- 
dendes und/oder empf angendes Halbleiterbauelement 9 und eine 
Linse 3 mit einer spharischen oder einer aspharischen 
Oberflache. Das Halbleiterbauelement 9 ist beispielsweise 
eine Leuchtdiode, eine Fotodiode oder ein Vertical Cavity 
Surface Emitter Laser (VCSEL) . Die Tragerplatte 1 besteht 
beispielsweise aus Glas, Kunststoff, Saphir, Diamant oder aus 
einem Halbleitermaterial , das fur die von dem Halbleiterbau- 
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element ausgesandte bzw. empfangene Strahlung durchlassig 
ist. Fur Wellenlang'en X > 400 ran kann beispielsweise Sic, fur 
X > 550 ran GaP, fur X > 900 nm GaAs und fur X > 1100 ran kann 
Silizium verwendet werden. Auf der Unterseite 2 der Trager- 
5 platte 1 ist die Linse 3 ausgebildet. Auf der Oberseite 4 

weist die Tragerplatte 1 .eine trapezf ormige Vertiefung 5 auf, 
die in Drauf sicht : {Figur lb) auf die Oberseite 4 der 
Tragerplatte 1 betrachtet, die Form eines rechteckigen Oder 
quadratischen Rahmens hat. Innerhalb dieses Rahmens ist somit 
10 eine rechteckige bzw. quadratische Insel 6 ausgebildet. 

Auf der Bodenf lache 7 der Vertiefung 5 ist eine leitf ahige 
Schicht aufgebracht, die einen leitf ahigen Rahmen 8 um die' 
Insel 6 bildet. Der leitfahige Rahmen 8 best eh t beispielswei- 

15 se aus Aluminium oder aus einer Aluminium-Basislegierung. 

Denkbar ist auch, dafi im Falle der Verwendung ; einer Trager- 
platte aus einem Halbleitermaterial in der Vertiefung 5 mit- 
tels geeigneter Dotierung ein leitfahiger Rahmen ausgebildet 
ist. Zur Herstellung eines derartigen durch Dotierung der 

20 Tragerplatte erzeugten leitf ahigen Rahmens konnen die ■ dem 
durchschnittlichen Fachmann heute bekannten Verfahren, wie 
beispielsweise Ionenimplantation, verwendet werden. 

Das Halbleiterbauelement 9 weist auf seiner Oberseite eine 
25 mittige Kontaktmetallisierung 13 und auf seiner Unterseite 

zwei seitliche Kontaktmetallisierungen 12 auf. Die Kontaktme- 
tallisierungen 12 sind beispielsweise mittels Loten und/oder 
Kleben elektrisch leitend und mechanisch stabil mit dem leit- 
f ahigen Rahmen 8 verbunden und derart ausgebildet, dag das 
30 Halbleiterbauelement mit seiner Strahlenaustrittsf lache bzw. 
-eintrittsflache 10 auf der Insel 6 auf sitzt . 

Die Strahlenaustrittsf lache 10 eines Strahlung aussendenden 
Halbleiterbauelements 9 ist die Flache, durch die der gro£te 
35 Anteil der am pn-Ubergang li des Halbleiterbauelements 9 er- 
zeugten elektromagnetischen Strahlung aus dem Halbleiterbau- 
element austritt. Analog dazu ist die Strahleneintrittsf lache 
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eines Strahluhg empf angenden Halbleiterbauelements diejenige 
Flache, durch die eine empfangene elektromagnetische Strah- 
lung in das Halbleiterbauelement eintritt. 

Da der leitfahige Rahmen 8 auch als Stromzufuhrung zum Halb- 
leiterbauelement 9 benutzt wird, ist zum Zwecke der externen 
Kontaktierung auf der Oberseite der Tragerplatte 1 eine An- 
schlufiflache 14, beispielsweise ein Bond- Pad, auf gebracht . 
Die AnschluSflache 14 ist iiber eine elektrisch leitende Ver- 
bindungsschicht 15 mit dem leitfahigen Rahmen 8 verbunden. 
Die Anschlufiflache 14 und die Verbindungsschicht 15 bestehen 
vorteilhafterweise aus demselben Material wie der leitfahige 
Rahmen 8 . 

Im Falle eines Strahlung aussendenden Halbleiterbauelements 
9, beispielsweise einer LED, wird die im pn-Ubergang 11 des 
Halbleiterbauelements 9 erzeugte Strahlung 16 nach Austritt 
aus dem Halbleiterkorper des Halbleiterbauelements 9 und 
Durchtritt durch die Tragerplatte 1 an der Linse 3 fo- 
kussiert. Dadurch ist gewahrleistet , dafi ein GroSteil der im 
Halbleiterbauelement 9 erzeugten Strahlung beispielsweise in 
eine Lichtleitf aser 17 eingekoppelt werden kann. 

Die Dicke der Tragerplatte 1 hangt von den" Linsenparametern 
(z. B. Brennweite) der Linse 3 und der gewiinschten Abbildung 
(VergroSerung Oder Verkleinerung) des Leuchtf leckes auf die 

Lichtleitf aser ab . Analoges gilt im Falle der Auskoppelung 

einer Strahlung aus einer Lichtleitf aser 17 in ein Strahlung 

empfangendes Halbleiterbauelement 9. 

Ein bedeutender Vorteil des in Figur la gezeigten Ausfuh- 
rungsbeispieles besteht unter anderem darin, dafi aufgrund des 
direkten Angrenzens (physikalischer Kontakt; darunter ist ein 
Abstand Halbleiterkorper/Tragerplatte <, X/io zu verstehen) 
der Strahlungsaustrittsflache bzw. -eintrittsf lache 10 des 
Halbleiterbauelements 9 an die Tragerplatte 1 wesentlich ge- 
ringere Reflexionsverluste auftreten als bei dem bekannten 
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Wandler nach Figur 5. Aufgrund der stark unterschiedlichen 
Brechungsindizes von Luft und Halbleitermaterial ist dort 
namlich fiir den Ubergang der Strahlung von Luft ins Halblei- 
termaterial der Grenzwinkel der Totalref lexion vergleichs- 
5 weise gering und folglich der Strahlungsverlust durch Total- 
ref lexion sehr grofi. 

Der in Figur la gezeigte optoelektronische Wandler mit Kop- 
peloptik ist beispielsweise in ein Gehause eingebaut, das 

10 aufweist, eine Grundplatte 18 mit einer Offnung 19, eine Ge- 
hauseseitenwarid 20, externe elektrische Anschltisse 21, 22, 
Anschlufidrahte 23, 24 und eine Kunststof f umhullung 25 zur 
hermetischen Abdichtung des Wandlers. Anstelle der Kunst- 
stof fumhullung 25 kami zur hermetischen Abdichtung des Gehau- 

15 ses auch ein Gehausedeckel verwendet sein, der auf der Gehau- 
seseitehwand 20 aufgeklebt oder -gelotet ist. Der optoelek- 
tronische Wandler ist mittels einer Bef estigung:s- und Ab- 
dichtschicht 26, beispielsweise bestehend aus Klebstoff 
und/oder Lot auf der Grundplatte 18 befestigt, derart, daS 

20 die Linse 3 uber oder in der Offnung 19 zu liegen kommt . Die 
Kontakmetallisierung 13 und die Anschlufif lache 14 ist mittels 
der AnschluEdrahte 23, 24 mit den externen elektrischen An- 
schliissen 21, 22 verbunden. Die externen elektrischen An- 
schlusse 21, 22 sind durch die Seitenwand 2 0 nach aufien ge- 

25 fuhrt. 

Das in Figur 2 gezeigte zweite Ausfuhrungsbeispiel eines er- 
f indungsgemaSen optoelektronischen Wandlers mit Koppeloptik 
ist im Prinzip identisch dem ersten Ausfuhrungsbeispiel nach 

30 Figur la. Anstelle einer Linse 3 mit einer spharischen oder 
aspharischen Oberf lache weist hier die Tragerplatte l zur 
Fokussierung der Strahlung ein diffraktives optisches Element 
2 7 auf, das im weiteren kurz mit DOE bezeichnet ist. Im 
weiteren besitzt die Tragerplatte 1, anders als beim ersten 

35 Ausfuhrungsbeispiel, eine ebene Oberseite 4, auf der ein 
leitfahiger Rahmen 8 aufgebracht ist. An den leitfahigen 
Rahmen 8 grenzt auf einer Seite eine elektrische 
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Arischlufif lache 14 an. Auf dem Rahmen ist das Halbleiterbaule- 
ment 9, bei spiel sweise eine Leuchtdiode, eine Fotodiode oder 
ein Vertical Cavity Surface Emitter Laser (VCSEL) , befestigt, 
derart, dafi die Strahlenaustritts- bzw. -Eintrittsf lache und 
die von dem Rahmen 20 eingeschlossene Flache ubereinander an- 
geordnet sind, und daS die Kontaktmetallisierungen 12 des 
Halbleiterb.auelements 9 auf dem elektrisch leitenden Rahmen 8 
sitzen. Die Kontaktmetallisierungen 12 sind beispielsweise 
mittels Lot und/oder Klebstoff elektrisch leitend und 
mechnisch stabil mit der Metallschicht 8 verbunden. 

Bei dem in Figur 2 gezeigten Ausfuhrungsbeispiel ist zwischen 
dem Halbleiterbauelement 9 und der Tragerplatte ein Luftspalt 
ausgebildet. Dieser Luftspalt kann, wie weiter oben bereits 
erwahnt, im Falle eines grofien .Unterschieds zwischen den Bre- 
chungsindizes von Luft und Tragerplattenmaterial erhebliche 
Strahlungsverluste durch Totalref lexion verursachen. Gegebe- 
nenfalls muS daher das Halbleiterbauelement 9 oder, wie in 
Figur la gezeigt, die Oberseite der Tragerplatte 1 derart ge- 
staltet sein, dafi die Strahlenaustrittsf lache bzw. -ein- 
trittsf lache 10 des Halbleiterbauelements 9 auf der Trager- 
platte 1 aufsitzt. Stattdessen kann jedoch auch ein geeigne- 
tes Koppelmedium 39, beispielsweise ein transparentes Giefi- 
harz (z. B. Epoxidharz) , zwischen dem Halbleiterbauelement 
und der Tragerplatte 1 eingebracht sein. 

Das in Figur 3 gezeigte dritte Ausfuhrungsbeispiel des erfin- 
dungsgemafien optoelektronischen Wandlers unterscheidet sich 
von den beiden vorangehenden Ausfuhrungsbeispielen im wesent- 
lichen dadurch, dafi das Mittel zu Fokussierung nicht in der 
Tragerplatte 1 ausgebildet ist, sondern dafi eine vorgefer- 
tigte spharische oder aspharische Linse 28 auf der 
Tragerplatte l befestigt ist. Anstelle der vorgef ertigten 
Linse 2 8 kann in einem vierten Ausfuhrungsbeispiel auch ein 
vorgef ertigtes diffraktives optisches Element auf der 
Unterseite 2 der Tragerplatte 1 befestigt sein. 
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Denkbar ist auch die Verwendung eines holographischen opti- 
schen Elements oder einer Fresnellinse anstelle der sphari- 
schen oder aspharischen Linse 28 bzw. des DOEs . Weiterhin ist 
auch denkbar, das Mittel zur Fokussierung der Strahlung und 
das Halbleiterbauelement 9 auf derselben Seite der 
Tragerplatte anzuordnen. 

Zum gleichzeitigen Herstellen einer Mehrzahl von optoelektro- 
nischen Wandlern nach Figur la wird, wie in Figur 4 gezeigt, ' 
zunachst auf der Unterseite 29 einer Substratscheibe 30 ent- 
sprechend einem vorgegebenen Raster eine Mehrzahl von 
spharischen oder aspharischen Linsen 3 hergestellt. Die 
Substratscheibe 30 ist beispielsweise aus Glas oder aus 
Silizium, und die Linsen 3 werden beispielsweise mittels 
Atzen und/oder Schleifen hergestellt. AnschlieSend werden auf 
der Oberseite 31 der Substratscheibe 3 0 entsprechend dem 
vorgegebenen Raster beispielsweise mittels Atzen und/oder 
Schleifen eine Mehrzahl von Vertiefungen 5 ausgebildet. Als 
nachster Schritt wird entsprechend dem vorgegebenen Raster 
beispielsweise mittels Aufdampfen oder Sputtern gleichzeitig 
eine Mehrzahl von leitfahigen Rahmen 8, eine Mehrzahl von 
Verbindungschichten 15 und eine Mehrzahl von AnschluEf lachen 
14 in die Vertiefungen. 5 bzw. auf die Oberseite 31 der 
Substratscheibe 30 auf gebracht . Im AnschluS daran wird ent- 
sprechend dem vorgegebenen Raster eine Mehrzahl von Strahlung 
aussendenden und/oder empf angenden Halbleiterbauelementen 
befestigt. Dies erfolgt beispielsweise mittels Loten und/oder 
Kleben der Kontaktmetallisierungen 12 auf die leitfahigen 
Rahmen 8. Als nachster Schritt wird die Halbleiterscheibe 
beispielsweise mittels Sagen oder Ritzen und Brechen in 
einzelne optoelektronische Wandler vereinzelt. 

Die Technik der Vereinzelung einer Substratscheibe in kleine 
Chips ist in der Halbleitertechnik seit langem ublich und 
kann bei der Vereinzelung des Verbundes aus Substratscheibe 
30 und der Mehrzahl von Halbleiterbauelementen 9 und Linsen 3 
ebenfalls angewandt werden. Hierbei ist es ublich, den Ver- 
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burid.vor dem Vereinzeln auf einer elastischen Klebefolie zu 
fixieren. Die Folie dient dann als Trager bei alien Nachfol- 
geprozessen. 

Ein .Verf ahren zur Herstellung einer Mehrzahl von optoelektro 
nischen Wandlern gemaS dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel weist 
im wesentlichen dieselben Schritte auf wie das oben beschrie 
bene Verf ahren. Es wird lediglich anstelle der Linsen 3 eine 
Mehrzahl von dif f raktiven optischen Element en 27 an der Un- 
terseite 30 der Substratscheibe 30 aUsgebildet . 

Ein Verfahren zur Herstellung einer Mehrzahl von optoelektro 
nischen Wandlern gemafi dem dritten und dem vierten Ausfuh- 
rungsbeispiel unterscheidet sich von den oben genannten Ver- 
fahren dadurch, daE zunachst auf der Oberseite 31 einer 
Substratscheibe 30 entsprechend dem vorgegebenen Raster eine 
Mehrzahl von leitfahigen Rahmen 8 und AnschluSf lachen 14 auf- 
gebracht wird. AnschlieSend wird auf die Unterseite 29 der 
Substratscheibe 30 entsprechend dem vorgegebenen Raster eine 
Mehrzahl von vorgef ertigten Linsen 28 Oder dif f raktiven opti- 
schen Elementen beispielsweise mittels Loten und/oder Kleben 
aufgebracht. 

Denkbar ist auch ein Verfahren, bei dem auf einer erste 
Substratscheibe 30 entsprechend dem vorgegebenen Raster eine 
Mehrzahl von leitfahigen Rahmen 8 und AnschluSf lachen 14 auf- 
gebracht wird und auf einer zweiten Substratscheibe eine 
Mehrzahl von Linsen 3, 2B mit spharischer Oberflache oder 
eine Mehrzahl von diffraktiven optischen Elementen 27 ausge- 
bildet oder aufgebracht wird. Die beiden Substratscheiben 
werden anschlieSend mittels Loten und/oder Kleben miteinander 
verbunden, derart, daS ihre ebenen Seiten aufeinander liegen 
Die weiteren Verf ahrensschritte sind dieselben wie bei den 
oben beschriebenen Verfahren. 

Bestehen die vorgefertigten Linsen 28 oder die vorgefertigten 
DOE bzw. die zweite Substratscheibe aus Glas und die 
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Subs t rat scheibe 30 bzw. die .erste Subs t rat scheibe aus Silizi- 
um oder umgekehrt, so konnen diese beiden Komponenten bei- 
spielsweise auch durch anodisches Bonden miteinander verbun- 
den werden. Bei dieser bekannten Technik werden die zu ver- 
5 bindenden Flachen auf einandergelegt , auf beispielsweise 450 
°C aufgeheizt, und eine Spannung von etwa -1000 V an das Glas 
angel egt . 

Von Vorteil fur die oben beschriebenen Ausfuhrungsbeispiele 
10 drei und vier ist auch, wenn die vorgef ertigten Linsen 28 

bzw. die vorgefertigten DOE aus einem Material bestehen, das 
einen ahnlichen thermischen Ausdehungskoief f izienten wie das 
Material der Substratscheibe 30 auf weist . Dadurch kann die 
Entstehung von mechanischen Spannungen bei der Herstellung 
15 sowie im Betrieb der optoelektronischen Wandler vermindert 
werden. 
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Patentanspruche 

1. Optoelektronischer Wandler, bei dem ein Strahlung 
aussendendes und/oder empf angendes Halbleiterbauelement (9) 
auf einer Tragerplatte (1) derart befestigt ist, daS eine 
Strahlenaustritts- bzw. -eintrittsf lache (10) des 
Halbleiterbauelements (9) der Tragerplatte (1) zugewandt ist, 
bei dem die Tragerplatte (1) fur die ausgesandte und/oder 
empf angene Strahlung" durchlassig ist und bei dem ein Mittel 
(3, 27) zum Fokussieren einer von dem Halbleiterbauelement 
(9) ausgesandten bzw. empfangenen Strahlung vorgesehen ist, 
dadurch gekennzeichnet, daS das Mittel (3, 27) zum 
Fokussieren der Strahlung mit der Tragerplatte (1) einstvickig 
ausgebildet ist . 

2. Optoelektronischer Wandler, bei dem ein Strahlung 
aussendendes und/oder empf angendes Halbleiterbauelement (9) 
auf einer Tragerplatte (1) derart befestigt ist, daS eine 
Strahlenaustritts- bzw. -eintrittsf lache (10) des 
Halbleiterbauelements (9) der Tragerplatte (1) zugewandt ist, 
bei dem die Tragerplatte (1) fur die ausgesandte und/oder 
empf angene Strahlung durchlassig ist und bei dem ein Mittel 
(3, 27) zum Fokussieren einer von dem Halbleiterbauelement 
(9) ausgesandten bzw. empfangenen Strahlung vorgesehen ist, 
dadurch gekennzeichnet, daS das Halbleiterbauelement (9) eine 
Strahlenaustritts- bzw. -eintrittsf lache (10) aufweist, die 
mit mindestens einer ersten Kontaktmetallisierung (12) 
versehen ist, dafi die Tragerplatte (1) eine zweite 
Kontaktmetallisierung (8) aufweist und dafi die erste (12) und 
die zweite (8) Kontaktmetallisierung elektrisch leitend 
miteinander verbunden sind. 

3. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi das Mittel (3, 27) zum Fokussieren der 
Strahlung einstuckig mit der Tragerplatte (1) ausgebildet 
ist. 
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4. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi das Mittel (28) zum Fokussieren der Strah- 
lung separat hergestellt und auf der Tragerplatte (l). 

5 auf gebracht ist . 

5 . Optoelektronischer Wandler nach einem der Anspruche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, daS das Mittel zum Fokussieren der 
Strahlung eine Sammellinse (3, 28) ist. 

10 

6. Optoelektronischer Wandler nach einem der Anspruche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet , dafi das Mittel zum Fokussieren der 
Strahlung ein diffraktives optisches Element (27) ist. 

15 7. Optoelektronischer Wandler nach einem der Anspruche 1 bis 

6, dadurch gekennzeichnet, daS das Mittel (3, 27, 28) zum 
Fokussieren der Strahlung und das Halbleiterbauelement (9) 
auf gegeniiberliegenden Seiten der Tragerplatte (1) ahgeordnet 
sind. 

20 

8. Optoelektronischer Wandler nach einem der Anspruche 1 bis 

7, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen der 
Strahlenaustritts- bzw. -eintrittsf lache (10) des 
Halbleiterbauelement s (9) und der Tragerplatte (1) ein 

25 Koppelmedium (39) angeordnet ist. 

9 . Optoelektronischer Wandler nach einem der Anspruche 1 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, da£ die Strahlenaustrittsf lache 
bzw. die Strahleneintrittsf lache (10) des Halbleiterbauele- 

30 ments (9) auf der Tragerplatte (1) auf sitzt . 

10. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, daS auf der Tragerplatte (l) eine Insel (6) 
ausgebildet ist, auf deren Oberf lache die 

35 Strahlenaustrittsf lache bzw. die Strahleneintrittsf lache do) 
des Halbleiterbauelements (9) auf sitzt. 
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12 

11. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Wand- 
lers nach Anspruche l oder 3 oder nach Anspruch l oder 3 und 
einem der Anspruche 5 bis 10, gekennzeichnet durch die 

Verf ahrensschritte : 

a) Ausbilden einer Mehrzahl von Mitteln (3, 27) zum Fokussie- 
en der Strahlung auf einer Slabs t rat scheibe (30) entsprechend 
einem definierten Raster; 

b) Befestigen einer Mehrzahl von Halbleiterbauelementen (9) 
auf der Substratscheibe (30) entsprechend dem definierten 
Rascer; 

c) Vereinzeln der Substratscheibe (30) entsprechend dem 
definierten Raster. 

12. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Wand- 
lers nach Anspruch 2 oder nach Anspruch 2 und einem der 
Anspruche 3 bis 10, gekennzeichnet durch die 

Verf ahrensschritte : 

a) Aufbringen einer Mehrzahl von zweiten 

Kontaktmetallisierungen (8) auf eine Substratscheibe (30) 
entsprechend einem definierten Raster; 

b) Befestigen einer Mehrzahl von Halbleiterbauelementen (9) 
mit ersten Kontaktmetallisierungen (12) auf den zweiten 
Kontaktmetallisierungen (8) ,- 

c) Vereinzeln der Substratscheibe (30) entsprechend dem 
definierteh Raster. 
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